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前言

　　一书自2003年出版发行以来，得到了广大读者的大力支持和广泛使用，在此表示衷心感谢！
随着时光的推移，微电子领域的新技术、新理论硕果累累，应对飞速发展的形势，根据教学实践需要
，修改并更新该教材一些较为陈旧的内容已势在必行。
为此，我们编写了《微电子器件与Ic设计基础》第一新教材，作为原书的第二版，奉献给广大读者。
　　本书的内容主要包括：微电子器件物理基础；PN结；双极晶体管及MOSFET结构、工作原理和特
性；JFET及MESFET概要；集成电路的含义、类型、结构及工艺等基本概念，并重点论述了集成电路
设计的软件、硬件及设计的方法与流程。
共计7章。
　　本书主要供计算机、通信、自动化及光电等IT类专业的本科生及研究生使用。
由于他们缺乏固体物理及半导体物理等理论物理基础，也不具备微电子器件方面的必要知识，我们特
将有关的物理、器件及集成电路的理论、技术综合贯通，融为一体，使学生们在不多的学时内能较为
全面系统地掌握IC设计的理论基础与方法，以满足他们对IC及其设计知识日益迫切的渴求。
　　微电子与集成电路是一门理论性和实践性都很强的学科，要完全掌握IC设计的技术需要多学科知
识的综合运用。
为了使读者对微电子器件的理论有一个初步的理解，我们较为系统地论述了微电子器件理论基础，并
尽可能简化其繁杂的数学推导。
在众多的电路设计软件与方法中，打破了双极、M0s或模拟、数字的分类范畴，而以应用最为广泛
的CMOS电路为对象，讲述了现代最新EDA软件的应用及版图设计，以期使本书具有“简明、易读、
新颖、实用”的特点。
事实证明，在笔者所了解的非微电子专业的学生中，由于学习了本书的课程，毕业后同样能较好地从
事他们所喜爱的IC设计工作。
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内容概要

本书主要讲述微电子器件和集成电路的基础理论。
内容包括：微电子器件物理基础；PN结；双极晶体管及MOSFET结构、工作原理和特性；JFET及MES
—FET概要；集成电路基本概念及集成电路设计方法。
共计7章。
    本书可作为高等院校通信、计算机、自动化、光电等专业本科生学习微电子及IC方面知识的技术基
础课教材。
由于采用“积木式”结构，也可作为电子科学与技术及相关专业的本、专科高年级学生及研究生的专
业课教材，又可作为从事微电子科学、电子器件、集成电路等工程研究和应用的有关人员的自学教材
与参考书。
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章节摘录

　　第1章　半导体物理基础　　1.1　半导体材料　　1.1.2　半导体材料的晶体结构　　1.晶体结构　
　固体材料中，原子的排列方式与材料特性密切相关。
根据原子、分子或分子团在三维空间中排列的有序程度的不同，固体材料可分为无定形、多晶和单晶
三种基本类型。
图1.1.1是这三种材料中原子或分子排列的二维示意图。
　　无定形材料中的原子或分子只在几个原子或分子尺度内有序。
多晶材料中存在许多小区域，每个小区域中的原子或分子排列有序。
单晶体中的原子或分子在整个晶体中排列有序。
　　上述三种类型的材料在器件和集成电路中都有广泛的应用。
例如，无定形硅薄膜可以用来加工液晶显示器(LCD)；多晶硅可用于制作太阳能电池。
目前，电子器件和集成电路的制造中使用最多的是单晶硅。
　　单晶体中的原子或分子在三维空间中有序排列，具有几何周期重复性。
我们可以认为单晶体是由大量相同的基本单元在三维空问中堆砌而成。
通常，我们把单晶体中的原子或分子抽象成数学上的几何点，这些点的集合被称为晶格(lattice)。
晶体中的原子或分子位于晶格点上。
当晶体具有一定温度时，原子或分子会以此为中心做微振动，这一现象称为晶格振动。
　　2.硅和锗的晶体结构　　硅和锗是Ⅳ族元素，它们形成的单晶中，原子的排列方式与金刚右相同
，称为金刚石结构。
金刚石结构由图1.1.2(a)中所示的立方体结构重复堆砌而成，立方体的每个顶点、每个面的中心以及体
对角线的1/4处各有一个原子。
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编辑推荐

　　《微电子器件与IC设计基础(第2版)》特点　　★系统论述微电子器件理论基础　　★重点论述集
成电路设计的软件、硬件及设计的方法与流程　　★以CMOS电路为对象，讲述现代最新EDA软件的
应用及版图设计　　★将物理、器件和集成电路的理论、技术综合贯通，融为一体
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